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前注：
[bookmark: _GoBack]1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
3、如涉及商品包装和快递包装，投标供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包
4、如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	服务地点
	详见投标供应商须知前附表

	2
	服务期限
	详见投标供应商须知前附表

	3
	付款方式
	详见投标供应商须知前附表

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：中国科学技术大学芯片流片服务 
所属行业：软件和信息技术服务业


二、技术规格要求
1、180 nm工艺流片
1.1 服务内容及标准：
（1）提供CMOS 180nm工艺PDK以及DRC/LVS/RCX技术文件，标准数字单元库和IO库文件等技术资料。
（2）根据采购人要求，提供工程批流片服务。
（3）接受采购人GDSII文件，进行设计规则复查。
（4）负责版图整合，并提供光掩膜、CMOS 180nm工艺流片服务。
（5）提供TAPE-OUT过程中的技术支持。
1.2 质量要求： 
（1）交付晶圆技术规格
①加工工艺：具备180 nm标准 CMOS 工艺集成电路加工能力。
②金属层参数：180 nm工艺不少于 6 个后端金属层。
（2）核心工作电压：180 nm 工艺典型值为1.8 V；
（3）IO工作电压：180 nm 工艺典型值为3.3 V；
（4）提供下述器件的模型并可进行生产：包括但不仅限于thin gate native 1.8V NMOS、1.8V NMOS varactor、pwell/dnwell diode、DNwell/Psub diode及Vertical PNP；
（5）无源参数：可提供高阻硅电阻和MIM 电容。其中，高阻硅方块电阻值不低于1000 Ω、MIM 电容值不低于 1.0 fF/µm2；
（6）掩膜层数：不少于33层；
（7）流片面积：工程批最大掩膜面积≥400平方毫米；
（8）工程批wafer数量：12片；
★（9）允许将部分晶圆hold在contact层待生产；
★（10）提供晶圆出厂的WAT测试结果；
★（11）可在流片前通过jobview方式对生产的掩膜进行检查；
（12）晶圆交付方式：确认下单后200天内邮寄至采购人指定地点；
★（13）包装方式：将晶圆放置在抽真空的晶舟盒中。
2、130 nm工艺流片
2.1 服务内容及标准：
（1）提供CMOS 130nm工艺PDK以及DRC/LVS/RCX技术文件，标准数字单元库和IO库文件等技术资料；
（2）根据采购人要求，提供工程批流片服务；
（3）接受采购人GDSII文件，进行设计规则复查；
（4）负责版图整合，并提供光掩膜、CMOS 130nm工艺流片服务；
（5）提供TAPE-OUT过程中的技术支持。
2.2 质量要求： 
（1）交付晶圆技术规格：
①加工工艺：具备130 nm标准 CMOS 工艺集成电路加工能力；
②金属层参数：130 nm工艺不少于 8 个后端金属层；
（2）核心工作电压：130 nm 工艺典型值为1.2 V；
（3）IO工作电压：130 nm 工艺典型值为2.5 V/3.3 V可选择；
（4）无源参数：可提供高阻硅电阻和MIM 电容。其中，高阻硅方块电阻值不低于1000 Ω、MIM 电容值不低于 2.0 fF/µm2；
（5）掩膜层数：不少于42层；
（6）流片面积：工程批最大掩膜面积≥750 mm2；
（7）工程批wafer数量：12片；MPW芯片晶圆数量：50片；
★（8）允许将部分晶圆hold在contact层待生产；
★（9）提供晶圆出厂的WAT测试结果；
★（10）可在流片前通过jobview方式对生产的掩膜进行检查；
（11）晶圆交付方式：确认下单后200天内邮寄至采购人指定地点；
★（12）包装方式：将晶圆放置在抽真空的晶舟盒中。
3、55 nm工艺流片
3.1 服务内容及标准：
（1）提供CMOS 55nm工艺PDK以及DRC/LVS/RCX技术文件，标准数字单元库和IO库文件等技术资料；
（2）根据采购人要求，提供工程批流片服务；
（3）接受采购人GDSII文件，进行设计规则复查；
（4）负责版图整合，并提供光掩膜、CMOS 55nm工艺流片服务；
（5）提供TAPE-OUT过程中的技术支持。
3.2 质量要求： 
（1）交付晶圆技术规格
①加工工艺：具备55 nm标准 CMOS 工艺集成电路加工能力；
②金属层参数：55 nm工艺不少于6个后端金属层；
（2）核心工作电压：55 nm 工艺典型值为1.2 V；
（3）IO工作电压：55 nm 工艺典型值为1.8 V/2.5 V可选择；
（4）无源参数：可提供高阻硅电阻和MIM 电容。其中，高阻硅方块电阻值不低于600 Ω、MOM 电容值不低于 2 fF/µm2；
（5）MPW芯片晶圆数量：50片；
★（6）允许将部分晶圆hold在contact层待生产；
★（7）提供晶圆出厂的WAT测试结果；
★（8）可在流片前通过jobview方式对生产的掩膜进行检查；
（9）晶圆交付方式：确认下单后200天内邮寄至采购人指定地点；
★（10）包装方式：将晶圆放置在抽真空的晶舟盒中。
注：技术规格要求中无标识条款技术要求为实质性要求，不接受负偏离，如有负偏离视为无效投标，标记“★”技术要求根据评分办法中相关要求进行评审。

